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Abstract 
The performance of the power semiconductors has been improved to realize the high current density operation. 
The higher current density tends to induce high temperature destruction during short circuit. Although 
instantaneous tempereture analysis is being crucial, most papers only analyzed the temperature by device 
simulation. In this paper, we try to develop the temperature measurement system with only single shot pulse to 
unveil the destruction mechanism by instantaneous high temperature. 
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プ厚が数十 μm とした場合に 300℃温度が上昇する時間か
ら算出している。 
 
表 1 温度測定の目標性能 
Table 1. Target spec for temperature measurement 
system. 
 Target spec 
Time resolution 1μs 
Spatial resolution 10μm 









































































子を選定すると InGaAs 検出器、InAs 検出器、InSb 検出器
の 3 素子が選定候補として挙げられる。これらの候補を S/N
および信号強度を用いて比較を行う。 
 
表 2 半導体型赤外線検出素子の種類(6) 








































*TE-cooled: Thermoelectric cooled 
LN: Liquid Nitrogen 
PV: Photovaltaic mode…PV sensor generates photocurrent 
when IR incidents the detector area 
PC: Photoconductive…PC sensor is the resistance 
 which varies by incidented IR 
〈2･2〉 素子選定 
InGaAs・InAs・InSb 検出器の算出した S/N を図 2 に示
す。300℃付近で比較すると InGaAs 検出器は S/N の変化率
が大きく 300℃以下で S/N が極端に減少する。InAs 検出器
は 300℃付近で十分な S/N を確保できる。InSb 検出器は
S/N の変化率が小さく 100℃付近の測定も可能である。S/N 





図 2 検出素子別 温度－S/N 関係 
Fig. 2. Relation of S/N-temperature using InGaAs,InAs, 





























図 3 カセグレン光学系 



















図 4 システムの概略 
Fig. 4. Outline of the system. 
 
 
図 5 システムの構成写真 
Fig. 5. Photograph of the system. 
 
 
図 6 ステージの写真 
Fig.6. Photograph of the stage. 
 














図 7 設計の確認 






















図 8 空間分解能実験 
Fig. 8. Spatial resolution test. 
 
図 9 空間分解能実験結果 







断面写真を図 11 に示す。図 11 の左図はエポキシ樹脂で硬
化した実際の素子の写真で、右図は断面の拡大写真である。
チップの寸法は縦 200μm 横 1000μm となっており、図のよ
うな形状をしている。また、ダイオード(CMG06)の規格は






図 10 ダイオードの過渡温度実験 
Fig. 10. Transient temperature test of a diode. 
 
 
図 11 ダイオードの断面写真 
Fig.11. The cross-sectional photograph of the diode. 
 
表 3 ダイオード(CMG06)の規格 
Table 3 Standard of the diode (CMG06). 
Characteristics Symbol Rating Unit 
Repetitive peak reverse 
Voltage 
VRRM 600 V 
Average forward current IF(AV) 1.0 A 
Non-repetitive peak 
surge current 
IFSM 15(50Hz) A 
Junction temperature Tj -40~150 ℃ 










また、ダイオードの面積(縦 200μm 横 1000μm)を検出
器の縦横 70μm 四方のスポットで縦 5 点、横 13 点の計 65






 熱分布画像の観測温度の下限が 150℃であるのは InAs検
出器の波長による感度域の下限であり、今回設計した InAs





図 12 検出器出力波形結果 




図 13 熱分布画像 
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